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摘要：介绍了一种用硅–硅键合 M E M S 技术制作的高温电容式压力传感器，并给出了详细的制作工
艺。文中对测试装置、测试电路进行了介绍和深入分析，最后用此测试电路对制作的传感器器件进行了
高温测试，测试结果表明这种微传感器可在低于 3 5 0℃的条件下正常工作，且具有很大的线性工作范围、
良好的稳定性和较高的灵敏度,其应用前景十分广阔。
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Abstract: MEMS high temperature capacitive pressure micro-sensor that combines a touch-mode
structure and the silicon-silicon fusion bonding technique are mainly introduced. The producing
technology is given in details. The testing equipment and testing circuit are introduced and ana-
lyzed in details. At last, some testing experiments are done for the produced high temperature ca-
pacitive pressure micro-sensors. The results proved that this type of micro-sensor can work well
under 350℃, and has excellent linearity, relatively good stability and relatively high sensitivity; it
has lots of application fields.
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8 0 0 n m 氧化膜，见图 1 （a ）、（b ）；
(2)在氧化膜上涂光刻胶烘干后，进行离子反
应刻蚀形成 0.5mm 深的腔体，见图 1（c）、(d) ；
(3)清洗硅片 A，再经干氧氧化 2h，在腔体表
面形成 150nm 的热氧化膜作为绝缘材料，见图 1
（ e ）；
(4)取硅片 B，在 1125℃下进行浓硼扩散 6h，
使其上面形成 p ＋膜，再进行 CMP 将 p ＋膜表面抛
光，见图 1 （f ）；
(5)清洗硅片A和B，用Karl Suss键合机在真
空中进行两硅片的键合，见图 1 （g ）；
(6)用KOH溶液深腐蚀键合后位于上方的硅片B
腐蚀到 p + 膜，见图 1 （h ）；
(7)在P+膜上涂光刻胶，烘干后进行离子反应
刻蚀，除去多余的 P + 膜，见图 1 （i ）；













































图2   高温电容式压力传感器照片
图3   高温电容式压力传感器的工作原理图
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3   高温传感器的测试装置及电路
3.1  高温测试实验台及电路
传感器的测试是在如图4所示的实验台上进行
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